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１．概要（Summary）
太陽光を利用して水を水素と酸素に分解する光触媒

電極は，エネルギー・環境問題解決への寄与が見込まれ

るため，更なる高性能化を目指して研究が進められてい

る．光アノード電極として様々な酸窒化物材料が検討され

ているが，当グループではこれまでにTa3N5に着目し，薄

膜電極の作成を行っている．スパッタ法を用いて TaOx を

Ta 鏡面基板に成膜し，アンモニア気流下で窒化すること

により薄膜電極を作成，光電気化学測定を行った所，こ

れまでに約 7 mA/cm2 (1.23 VRHE, AM1.5G) の電流値

を得ている．我々はTa鏡面基板だけではなく他の基板材

料を用いた電極作成を行っており，鏡面研磨石英基板上

にスパッタ法で Pt/Ti を成膜して基板とした場合 Ta 鏡面

基板と同等の光電流値（7.3 mA/cm2 (1.23 VRHE, 
AM1.5G)）が示された．今回， Si 基板を使用した場合の

光電気化学特性について検討するために，熱酸化膜付

きの Si 基板も併せて必要になったため，本実験を行っ

た．

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

ダイシングソー

【実験方法】

ダイシングソーで 10mm×15mm に切断した n 型の

Si ウェハを SPM (H2O2, H2SO4)と，0.5% HF 水溶液に

て洗浄後，ウェット酸化処理を行った．ウェット酸化を用い

た場合，文献値の 1000℃，3.5 時間の処理で 770 nm 
の熱酸化膜が得られるとの情報を元にし，約 350 nm～

400 nm の酸化膜が得られるよう 950℃，2 時間の処理を

行った．

３．結果と考察（Results and Discussion）
ウェット酸化処理を施した基板の外観を Fig.1 に示す．

一般に，Si ウェハ上の酸化膜は干渉色を示し，厚みと色

が相関している．Fig. 1より， 本検討で得られた酸化膜は，

黄色の干渉色を示し，文献値により，約370 nmの酸化膜

が得られていることがわかった．本検討で作製した基板を

用いて，薄膜の触媒層を作製し，電極性能の評価を行っ

ている．
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Fig. 1 Appearance of Si wafer after wet 
oxidation process.


